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Memoria

v Bits
- Unidade de memdria mais simples
- Método binario (mais confiavel)
- 16 bits = 65.536 combinagoes
- BCD - Binary Coded Decimal (IBM)
- 10.000 combinacoes
- 1 byte = 8 bits
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Ordenagdo dos Bytes

v’ Big Endian v Little Endian
- Esquerda -> Direita - Direita -> Esquerda
1356CE34 (32 bits ou 4
bytes) 1356CE34
13 34
56 CE
CE 56
34 13
SPARC Intel
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Ordenagdo dos Bytes

v’ Big Endian v Little Endian
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Hierarquia de Memoéria
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Hierarquia de Memoéria
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Parametros para andlise da memoria

v  Tempo de acesso:

- indica quanto fempo a memdria gasta para colocar
uma informagdo no barramento de dados apds uma
determinada posi¢do ter sido enderecgada;

- periodo de tempo decorrido desde o instante em
que foi iniciada a operagdo até que a instrugdo ou
dado requerido tenha sido efetivamente
transferido;

- depende do modo como a memoéria € construida e da
velocidade de seus circuitos;
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Parametros para andlise da memoria

v Ciclo de memoria:

- periodo de tempo decorrido entre duas operagdes
sucessivas de acesso a memoria, sejam de escrita
ou de leitura;

v’ Capacidade:
- quantidade de informagdo que pode ser armazenada
em uma memoria;

- a unidade de medida mais comum é o byte, embora
possam ser usadas as seguintes unidades:
+ células - memoéria principal ou cache
- setores - discos
* bits - registradores
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Parametros para andlise da memoria

v Volatilidade:
- memoria ndo volatil: retém a informacdo
armazenada quando a energia € desligada
- memoria voldatil: perde a informagdo armazenada
quando a energia € desligada Capacidade:
v’ Tecnologia de Fabricagdo

- Memorias de semicondutores

» sdo dispositivos fabricados com circuitos eletronicos e
baseados em semi-condutores;

» Sdo rdpidas e relativamente caras, se comparadas com
outros tipos
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Parametros para andlise da memoria

v Tecnologia de Fabricagdo

- Memorias de semicondutores

* Registradores e memdria principal sdo exemplos de
memorias de semicondutores ou, mais simplesmente,
memdrias eletronicas;

- Memodrias de meio maghético

» sdo dispositivos, como os disquetes, discos rigidos
("hard disks “) e fitas magnéticas (de carretel ou de
cartucho), fabricados de modo a armazenar
informagdes sob a forma de campos magnéticos

+ Esse tipo € mais barato e permite, assim, o
armazenamento de grande quantidade de
informacdo;
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Parametros para andlise da memoria

v Tecnologia de Fabricagdo

- Memodrias de meio magnético

- Dispositivos de armazenamento éptico - sdo
dispositivos, como o CD-ROM, que utilizam tecnologia
de raios laser, de alta precisdo, para leitura das
informagoes armazenadas permanentemente na
superficie do disco;

+ Memoria holografica - atualmente em
desenvolvimento, serd um meio capaz de armazenar
até 6,5 Tbytes de dados em um cubo do famanho de
um cubinho de aclcar;

Universidade Federal do Vale do Sao Francisco - UNIVASF

Colegiado de Engenharia da Computacao — CECOMP



Parametros para andlise da memoria

v Temporalidade

- Caracteristica que indica o conceito de tempo de
permanéncia da informagdo em um dado tipo de
memoria.

- A memodria pode ser do tipo transitdria
(registradores, cache e MP) ou permanente (discos
e fitas).

Universidade Federal do Vale do Sao Francisco - UNIVASF

Colegiado de Engenharia da Computacao — CECOMP



Parametros para andlise da memoria

v Custo:

- o0 custo de fabricacdo de uma memoaria é bastante
variado em fung¢do de diversos fatores, entre os
quais se pode mencionar principalmente a
tecnologia de fabricagdo

- Maior ou menor tempo de acesso;
- Ciclo de memoéria;

- Quantidade de bits por slots;

- Bytes por slofts;
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Memoria Principal

v'A MP é constituida de somente dois tipos de
memoria:
- a memoria de acesso aleatorio (RAM - RandomAccess
Memory),
- a memoria somente de leitura (ROM - Read Only
Memory )
v MP é o0 "depédsito"” de trabalho da UCP, isto é€,
a UCP e a MP trabalham intima e diretamente
na execugdo de um programa;
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Memoria Principal

v Os programas sdo organizados de modo que os
comandos sdo descritos sequencialmente e o
armazenamento das instrugoes se faz da
mesma maneira, fisicamente sequencial
(embora a execugdo nem sempre se mantenha
de forma sequencial);
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Organizagdo da Memoria Principal

Address Address 1 Cell Address

O [T I I I T 1] o I I I I IITIITI1] o I I I I IITIITIIT11]
IEEEEEEEE IS EEEEEEEEE I NN NN NN E
oI TITTITT] 2T I TITITITT] 2T T ITITTITITTITITIT]
3CIITTITTT] a[ITITITTITTIT1] s[IITITITIITITTIIT11]
ACTTTITTT] 4T T T TTTTITTT] 40T T TITTITTITTTIT11]
SCTT T T T 111 5T TITTTTTTT11] s[OITITITTITITTITIT11]
6[TITTTT 111 6[ITTITIITITITT] 16 bits g
7T TT1] 700 I T TITITTIT1] )
s[IITITTT1T] —~  12bts—

o[ T T TITT1T1] L

fol ITTTIIT] Ex.: memdria de 96 bits organizada
ML TTTIT1T1] em 3 maneiras distintas.
~—— 8 bits ——

Fonte:Rossano Pablo Pinto
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Memoria Principal

v Enderego Principal

Todas as células de uma memdria possuem o mesmo
ndmero de bits.

Se uma célula é constituida de x bits, ela pode
armazenar qualquer uma das 2* diferentes combinagoes
de bits.

Células adjacentes tem enderegos consecutivos;

Computadores que utilizam sistemas de numeragdo
bindria expressam enderegos de memoéria como nimero
bindrio;

Se um enderego possui x bits, o nimero mdximo de

células enderecaveis é 2x. Quantos bits de
endere(;amento preciso na

figura anterior?
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Memoria Principal

v  Enderecos de memoria
- Bytes sdo agrupados em palavras (words):
» computador de 32 bits - 4 bytes/palavra
» computador de 64 bits - 8 bytes/palavra
v Capacidade da meméria principal:
- T=NxM
- T -> capacidade da memoéria em bits
- N -> nimero de enderecos
- M -> ndmero de bits por célula
-C=T/8
- C -> capacidade da memdéria em bytes
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Memoria Principal

v Exemplos:
- 1) Numa MP com 1lkbyte de capacidade, onde
cada célula tem 8 bits:

* a) quantas células tem a MP? b) quantos bits sdo
necessdrios para representar um enderecgo de
memoria?

- 2) Um computador enderega 1k células de 16
bits cada uma, pede-se:

* a) sua capacidade de memoria; b) o maior
enderego que o computador pode enderegar:;
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Memoria Principal

v Exemplos:

- 3) A memodria de um computador tem
capacidade de armazenar 216 bits e possui um
barramento de dados de 16 bits. Pede-se:

- a) o tamanho da célula de memoria;
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Operagoes com a Memoria Principal

v Escrita - armazenar informagoes nha memdria;

v’ Leitura - recuperar uma informagdo armazenada
na memdria;

v’ Estrutura Basica:

UCP

conrem | uc | JIEER

Principal
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Operagoes

v"RDM (Registrador de Dados da Meméria):

- registrador que armazena temporariamente a
informagdo (conteddo de uma ou mais células) que
estd sendo transferida da MP para a UCP (em uma
operagdo de leitura) ou da UCP para a MP (emuma
operagdo de escrita);

- Permite armazenar a mesma quantidade de bits do
barramento de dados;
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Operagoes

v REM (Registrador de Enderegco da Memaéria):

- Registrador que armazena temporariamente o
endereco de acesso a uma posi¢gdo de memaoria, ao
se iniciar uma operagdo de leitura ou de escrita;

- Endereco é encaminhado a drea de controle da MP
para decodificagdo e localizagdo da célula
desejada;

- Permite armazenar a mesma quantidade de bits do
barramento de enderecos;
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Operagoes

v Barramento de enderecos:

- interliga 0o REM & MP para transferéncia dos
bits que representam um determinado
endereco;

- E unidirecional

- Barramento que liga UCP e MP em
operagoes de leitura ou escrita;

- Possui tantas linhas de transmissdo quantos
sdo os bits que representam o valor de um
endereco;
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Operagoes

v’ Barramento de Controle:

- Interliga a UCP (unidade de controle) a MP
para passagem de sinais de controle
durante uma operagdo de leitura ou escrita;

- E bidirecional: entre UCP e MP pode ser
feito READ ou WRITE; Entre MP e UCP
faz-se operagdo de WAIT (para a UCP se
manter aguardando o término de uma
operagdo);
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Operagoes

v’ Barramento de Dados: interliga o RDM a MP,
para transferéncia de informagdes entre MP
e UCP (sejam instrugoes ou dados);

- E bidirecional: entre UCP e MP é feito operagdo
de escrita; entre MP e UCP faz-se operagdo de
leitura;
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Exercicios

v Faga um resumo das arquiteturas com diferentes
quantidades de bits na memdria principal, focando

apenas ha memoria principal e na arquitetura da
ULA? (0,5)

- ARM

- INTEL Core i7

- AMD  Phenon

- NVIDIA TESLA €2075 6GB GDDR5
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